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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) —

Modéle du corps humain (HBM)

La Gommission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation alisation
comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \ a CEl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions\d isati ;ans les
domgdines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre au Normes
interpationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique ibles au
publit (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEIN). sha i iee a des
comi{és d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéresg SUj : iclper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouverneme participent
égalgment aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organi ormalisatipn (ISO),
selon :

Les décisi h mesure
dup e la CEI
intérg

Les | agréées
comry e la CEI
s'ass| bonsable
de I'g

Dans| le but d'encourager I'u ¢ toute la
mesyre possible, a appll er de lications
natiopales et régionales. lications
natiopales ou régionale

La JEI n’a prév pas sa
respqnsabilité p@ :

Tous|les utilisate d on.
Aucu NI a ses administrateurs, employés, auxilipires ou
mang exts part uliers et les membres de ses comités d'études et des|Comités
natio causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tput autre
dom 3 e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris|les frais
de Justlce) S 3 aht de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute i

L'atte r lesyréférences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référ

L atte tirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuyent faire
I'objgt de\droits devpropriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre terjue pour
respqnsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Norme internationale CEl 60749-26 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition, publiée en 2003, et a été
révisée en collaboration avec le comité d’études 101. Bien qu’elle ne contienne
modifications techniques majeures, référence est maintenant faite, si nécessaire, a la
CEIl 61340-3-1.

pas de
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing —
Human body model (HBM)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f i mprising
all njational electrotechnical committees (IEC National Committees) The abj i promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the e ields. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International ffications,
Techpical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides t as “IEC
Publipation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a ationa j interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory waork. \ nd non-
govefnmental organizations liaising with the IEC also part|0|pate i i . IEC\collaboratep closely
with [the International Organization for Standardization (ISO 3 ith congditions determined by
agregment between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matiers ¢ 5 w.aS possible, an intgrnational
consensus of opinion on the relevant subjects since @ash\techri \ittee has representation|from all
inter¢sted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom ion3 international use/ and are accepted by IEC|National
Cominittees in that sense. While all reasonab o.ensdre that the technical content of IEC
Publipations is accurate, IEC cannot be i the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internatis i ity { i lications
transparently to the maxi i i ] i icati . ivergence
betwgen any IEC Publication the Qndi iona i icati indicated in
the Igtter.

5) IEC provides no for any
equigment decl*ﬁ. 0

6) All ugers should engtre

7) Noli erts and
mem amage or
othen bes) and
expe ther IEC
Publi

8) Attenti idations is
indis

9) Attentti ubject of
pater]

International Standard IEC 60749-26 has been prepared by IEC technical commitjee 47:

Semiconductor devices.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2003, and has been
revised in collaboration with technical committee 101. Whilst it does not contain any major
technical changes, reference is now made, where necessary, to IEC 61340-3-1.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1859/FDIS 47/1871/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste—detoutes les partiesde lasérie CEI 60749 présentées—sous—le général
Dispositifs a semicon ut étre
consult

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera ifig fate de
maintepance indiquée sur le site web de la CEl sous "hitp:/iw .fec.ch ns les
donnéds relatives a la publication recherchée. A cette date,

* reconduite,
* supjprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

S
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1859/FDIS 47/1871RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of IEC 60749 series, under the general title Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods can be found on the IEC website.

bd until

the malintenance result date indicated on the IEC web site under >.ch" in

the datp related to the specific publication. At this date, the publjeati

* reconfirmed;
* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

S
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) —

Modéle du corps humain (HBM)

1 Domaine d’application

La présente partie de la CElI 60749 établit une procédure normalisée pour les essajs et la
classifipation des dispositifs a semiconducteurs en fonction de leur segsibilifé.aux\donpmages
ou de leur dégradation suite a leur exposition a des décharges éle sur un
modeélg de corps humain (HBM). Le but de cette norme est de four &SNE ats\d’epsai de
DES HBM fiables et reproductibles de maniére que des classificati S issent étre

réalisé

Cette méthode d’essai est applicable a tous les dispesiii

classés

Les es
d’essai
d'essai
similair
qui pré

NOTE
2 Réf

Les ddg
documg
non da
amend

CEI 60
— Parti
(MM)

CEl 61
statiqu

ES.

eurs et ¢lle est

destructive.
bais de DES des dispositifs a semicond » isi éthode
celle du modele de machi ) i ! éthode
de la série CEIl 60749. Les m#g al) HBM et /MM produisent des rg¢sultats
es mais non identiques; sauf indica atrai - st celle
vaut.
Certains articles de cetjg mé

grences nor

cuments ofe
ent. Pour &8

ées, la de

swrt indispensables pour l'application du présent
Seule I'édition citée s’applique. Pour les références
ent de référence s’applique (y compris les éventuels

Miconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques

3404347, ostatique — Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets glectro-
bs\<,Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour le Modéle dy Corps

Humair

VA =Y WA
RL=Z

3 Termes et définitions

Pour le

31
dispos
DEE

s besoins du présent document, les termes et définitions suivants sont applicables.

itif en essai

dispositif a semiconducteur soumis a lI'essai de DES du HBM
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing —
Human body model (HBM)

1 Scope

This rt of IEC 60749 establishes a standard procedure for testing a d classifying
semiconductor devices according to their susceptibility to damage or degra posure
to a d¢fined human body model (HBM) electrostatic discharge ( iMe is to
providqg reliable, repeatable HBM ESD test results so that accura can be
performed.

This test method is applicable to all semiconductor deviceg/and\j ive.
ESD tgsting of semiconductor devices is selected from this , the maching model
(MM) test method (see IEC 60749-27) or other ESD tést methods Sin_the IEC 60749 |series.
The HBM and MM test methods produce simildr % al_results; unless otherwise
specifigd, this test method is the one g

NOTE Certain clauses in this test method are in‘g

2 Ndgrmative references

The following reference ument.
For dated references, o edition
of the referenced x\s{’oc

IEC 60y49-27, Semj art 27:
Electro jc di ‘

IEC 61 fects —
Human

3 Te

For thel purposes of this document, the following terms and definitions apply.

31

device under test

DUT

semiconductor product subjected to HBM ESD test
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3.2

défaillance du DEE

condition pour laquelle un DEE n'est pas conforme a un ou plusieurs paramétres spécifiés a
la fin de I'essai de DES

3.3

tension de tenue de DES

niveau de tension de DES maximum appliqué qui ne provoque pas de dépassement des
limites de défaillance pourvu que tous les DEE soumis a contrainte a des niveaux inférieurs
aient également subi les essais avec succes

NOTE L’Article 3 de cette méthode d'essai est conforme a la CEIl 61340-3-1 sauf pour les références particuliéres

aux disppsitifs.

4 Appareillage

4.1 énérateur de forme de DES du HBM

Cet appareil produit une impulsion de décharge de codra t eltro tatigue” simulant un

événement de DES du HBM pour l'application au DEE. ateur dg forme

équivalente ainsi que les charges d'évaluation de I'appa igqure 1.

4.2 |

4.21 Généralités

L'appatei rifi 'i i d'onde de courant du HBM esit défini

dans 13 1 ) rement

de la fgrme d'onde, une rés

4.2.2 Systéme d'enxegi

Le sysiéme d'enregist al action

unique minimale

4.2.3

Deux ¢ teur de

formes

a) ch

b) charge 2: i A i i [ ropriée
avec unejtoléranege de 1 % pour les tensions qui seront utilisées pour la qualificdtion de
la fprme d'onde.

La longueur des fils des charges d'évaluation (fil court-circuitant ou résistance) doit étre aussi
courte que possible et compatible avec une connexion de la charge d'évaluation aux broches
de référence appropriées (A et B a la Figure 1) lors du passage a travers le transducteur de
courant.

4.2.4 Transducteur de courant

Le transducteur de courant doit avoir une largeur de bande minimale de 350 MHz.
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3.2
DUT failure

- 11 -

condition in which a DUT does not meet one or more specified parameters as a result of ESD

test

3.3

ESD withstand voltage
maximum applied ESD voltage level that does not cause failure parameter limits to be
exceeded provided that all DUTs stressed at lower levels have also passed

NOTE Clause 3 of this test method is in accordance with IEC 61340-3-1 except for the specific reference to

devices.

4 Edquipment

4.1 HBM ESD waveform generator

This equipment produces an electrostatic discharge current Rulse™s i M ESD

evaluafion loads are illustrated in Figure 1.

4.2 Whveform verification equipment

4.2.1 General

Equipn
equipm

and a qurrent transducer.

4.2.2 |Waveform record

The wgveform recordi

4.2.3 EvaIuat@:

Two ewvialuation lg

b) loa
the s

The led
consist|

in Figure“t) while passing through the current transducer.

tester

defined in this standand. This
cording system, a high-voltage fesistor

um single shot bandwidth of 350 MHiz.

O
<
[¢)
3.
jriy

<
~—
0
()
—
c
>
O
=
o
=}
Q
=

<
@]
=
—_
>
()
=
Q
<
]
pry
@]
=
3

«Q
[¢)
>
[¢)
=
QO
~—
Q
=

M a tolérance of +1 % low inductance resistor appropriate rated for
e used for waveform qualification.

evaluation loads (shorting wire or resistor) shall be as short as possible
ting the evaluation load to the appropriate reference terminals (A and B

4.2.4 Current transducer

The current transducer shall have a minimum bandwidth of 350 MHz.
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1 Nl
. P

9 9
IEC 678/02
Légengle
1 énérateur de forme d'onde de DES du HBM (nominalement 100 pF/ 1,5 kQ)
2 orne A
3 Interrupteur
4 Borne B
5 Dispositif soumis a I'essai (DEE)
6 Charge d'évaluation
7 Fil court-circuitant
8 Résistance R = 500 Q
9 Transducteur de courant

de DES du HBM

Figure 1 — Equivalent au générateur de

Exigenges de la Figure 1:

1. Les

2. Let

3. L'in risée.

4. L'interrupteur (3) es S ulsions
de ¢ i ‘ laissés
dan

NOTE 1 capacité

parasiteg.

NOTE 2 Bviter les

transitoines de resharge

NOTE 3 bai.

NOTE 4 férences

particulig
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Key

HBM
Term
Switc]
Term
DUT

Evalu
Short
Resig
Curre

© O NOoO O WN =

Requir¢ments for Figure 1:

1. Ths
2. Theg
3. Theg
4. Thsg

HBI

NOTE 1
inductan

NOTE 2
double p

NOTE 3

NOTE 4
devices.

ESD waveform generator (nominally 100 pF / 1,5 kQ)
nal A

h
nal B

ation load

ng wire

tance R = 500 Q
nt transducer

Figure 1 — HBM gquivalent

evaluation loads (7 and 8) are pen
current transduce i ied in2/4.

switch (3)\is
V pulse t uré that the B

the switch would ensure a slow discharge of the DUT.

ethod is in accordance with IEC 61340-3-1 except for the specific refe

single

DU

nce and

ents and

rence to
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5 Exigences de forme d'onde de courant du HBM

5.1 Généralités

Avant les essais du DEE, la qualification du générateur de formes d'onde de DES du HBM
doit assurer I'intégrité de la forme du courant de décharge a travers un fil court-circuitant et
une charge résistive. Les exigences de la forme d'onde du fil court-circuitant sont spécifiées
dans les Figures 2a et 2b pour toutes les tensions positives et négatives définies dans le
Tableau 1, tandis que les exigences de forme de la charge résistive pour £ 1 000 V sont
illustrées a la Figure 3 et au Tableau 1.

Tableau 1 — Spécification de formes d'onde /\(

Ies , courant de créte Ips , courant de créte ené(an
Niveau a travsirrsc:ir:afrilltcourt- a traverzeuggor(zzsista ce dquivale
A (£ 10 %) A /\ v
1 0,17 A\ AN \so
2 0,33 SN\ 500
3 0,67 /0,375 2 a,530L ) 1000
4 1,33 L)« XX 2000
5 2,67 \\Y A > 4000
6 5,33\ \oW-" ) 8 000
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5 HBM current waveform requirements

5.1 General

15—

Prior to DUT testing, the HBM ESD waveform generator qualification shall ensure waveform
integrity of the discharge current through both a shorting wire and a resistive load. The
shorting wire waveform requirements are specified in Figures 2a and 2b for all positive and
negative voltages defined in Table 1, while the resistive load waveform requirements for
+1 000 V are shown in Figure 3 and Table 1.

Table 1 — Waveform specification

9,

N

&

Ipg peak current through | Ipg peak current through /\\/E uivaw tage
Level a shorting wire a 500 Q resistor
A (£10 %) A (\ (&v
1 0,17 - NI
2 0,33 -\ AN\ 6o
3 0,67 0375 0,550\ 0.\ 1000
4 1,33 NG 2000
5 2,67 (O NS 4000
6 5,33 (\V - 8 000
h \J
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IEC 680/02

Figure 2b — Forme d'onde de courant type au travers d'un fil court-circuitant (z4)

Figure 2 — Formes d'onde de courant type

Exigences pour la Figure 2:

L'impulsion de courant doit remplir les exigences suivantes:

1. t, estle temps de montée d'impulsion 2 ns a 10 ns;

2. ty estletemps de décroissance d'impulsion 150 ns + 20 ns;

3. I, estloscillation de créte a créte maximale autorisée et doit étre inférieure a 15 % de /g,
lorsque la mesure est paralléle a la forme d'onde de courant, et que la décroissance
ne présente aucune oscillation visible 100 ns aprés le début de I'impulsion.
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679/02

100 ns per division

IEC 680/02

wire-{£.)
wars

Figure 2 — Typical current waveforms
Requirements for Figure 2:
The current pulse shall meet the following requirements:

1. ¢

2. t4 is the pulse decay time 150 ns + 20 ns;

 is the pulse rise time 2 ns to 10 ns;

3. I, is the maximum allowed peak-to-peak ringing and must be less than 15 % of I, when
measured parallel to the current waveform, and decay with no observable ringing
100 ns after the start of the pulse.
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ista de 500 Q

Exigenges pour la Figure 3:
L'impulsion de courant doit répondre a

Ir

52 (

tial. La
requali d'appareils sont effectuées en affectant
éventuellement [ formes d'onde doivent étre vgrifiées
réguliéfement. Si jn i iti ai~fixe oy _une carte imprimée sont utilisés pour effectuer

I'essai |du DE doit aussi étre utilisé pendant les esdais de
qualification de I la forme d'onde n'est plus conforme aux pargmetres
décrits eg 2a, 2b et 3, tous les essais de DES effectués apres
la forphe d'onde doivent étre considérés comme non vglides.

les pré
NOTE | iclg e _Ce \ ssai est conforme a la CEl 61340-3-1 sauf pour les références parficuliéres
aux disp

6.1 Taille de I'echrantillon et conditions d'essai

Dans I' i i 1e i iti : i age de
trois dispositifs, chacun d'entre eux étant testé en appliquant une impulsion positive et une
impulsion négative avec un intervalle d'impulsion de 300 ms.

6.2 Broche du cas le plus défavorable ou carte de qualification standard
6.2.1 Généralités

L’équipement de qualification doit étre effectué par mesure du courant de décharge avec la
combinaison de broche du cas le plus défavorable sur la carte DEE, comme spécifié en 6.2.2.
Cette méthode doit étre utilisée si I’équipement est construit en utilisant un générateur a
décharge simple qui peut étre connecté a toutes les broches du support sur la carte DEE par
commutation des relais.
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Equipni ufication
is requ|red whenever ¢ de’that may affect the waveform. Additionally,
the wayeforms shall bs a test fixture or circuit board is used to perform
DUT tepting, ‘@» 6 be used during equipment qualification tests. In
case the waveforr 2 waveform parameters described in Table| 1 and
Figureg 2a, 2b apd S iy performed after the previous satisfactory wgveform
check ghall be cd i

NOTE in accordance with IEC 61340-3-1 except for the specific refgrence to
devices.

6 De Adluation considerations

6.1 Sample’size and test conditions

In the semiconductor industry the typical ESD evaluation uses a sample size of three devices
each of which is tested using one positive and one negative pulse with a pulse interval of
300 ms.

6.2 Worst-case pin or standard qualification board

6.2.1

General

Equipment qualification shall be made by discharge current measurement with a worst-case
pin combination of DUT board, as specified in 6.2.2. This method shall be used if the
equipment is constructed using a single discharge generator which can be connected to all

pins of

the socket on the DUT board by switching of relays.
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Les générateurs a décharges multiples doivent étre qualifiés en utilisant la carte de
qualification standard telle que spécifiée en 6.2.3. Cette méthode doit étre utilisée si
I’équipement est construit en utilisant une grande quantité de paires de broches de la carte
DEE et du circuit d'essai et chaque circuit d’essai est connecté a seulement une simple paire
de broches sur la carte DEE

6.2.2 Broche du cas le plus défavorable

La combinaison de broche du cas le plus défavorable pour chaque support et pour chaque
carte DEE doit étre identifiée et documentée. Il est recommandé que les fabricants
fournissent les données de broches du cas le plus défavorable avec chaque carte DUT. La
combinaison de broche avec la forme d’onde la plus proche des limites (voir Tableau 1) doit

étre dépignée pour la vérification de la forme d’onde.

La combinaison de broche du cas le plus défavorable doit étre ide ure qui

suit:

a) Pol lage le
plusg br cette
brop che de
brop brne A.
Fixe i -circui i » t autour du fil court-
cirg i

b) Appli tive de
40 1 pour
les|i

c) ReLe

d) Déferminer la paire de C { imi s prés
pogsible des valeurs ‘minimg i a\pa : acifié leau 1)

poUyr étre utilisée pp

e) Poyr la vérification_i roches
du [cas le p@ I'étape
d). Appliquer une d'onde
satisfait aux exi

NOTE d broche du cas le plus défavorable, la paire de broches de néférence
peut étre i c port d essai de chaque fixation d’essai. Il convient que la combinpison de
broches > { identifiee ep’déterminant la broche de support avec le chemin de cablage le plus court
entre le ¢irgti érateurd'impulsiors et le support d’essai. Connecter cette broche a la borne B puis connecter la
broche dg¢ 5 in de cablage le plus long du circuit de génération d’impulsions au suppoft d’essai
a la born 3 ourrie par le fabricant). Fixer un fil court-circuitant entre ces broches et la gonde de
courant Ju. fil de\court-circuit. Suivre la procédure de I'étape b). Pour la vérification initiale ge carte,

connectdr une-résistance de 500 Q entre les broches de référence. Appliquer une impulsion positive et négative de
4 000 V ¢t vérifier que Taforme d’onde satisfait aux parametres définis au Tableau 1.

6.2.3 Carte de qualification standard
La carte de qualification standard doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les dimensions de la carte de qualification standard doivent étre les mémes que celles de

la carte du DEE ;

b) la longueur précise des fils internes de la carte de qualification standard, entre
I’équipement et les bornes utilisées pour la connexion aux charges d’évaluation, doit étre
spécifiée dans la spécification appropriée.
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Multiple discharge generators shall be qualified using the standard qualification board
specified in 6.2.3. This method shall be used if the equipment is constructed to use a large
number of pairs of pins of the DUT board and each test circuit is connected to only a single
pin of the DUT board.

6.2.2 Worst-case pin

The worst-case pin combination for each socket and DUT board shall be identified and
documented. It is recommended that the manufacturers supply the worst-case pin data with
each DUT board. The pin combination with the waveform closest to the limits (see Table 1)
shall be designated for waveform verification.

The wdrst-case pin combination shall be identified by the following procedure:

a) For|each test socket, identify the socket pin with the shortest wit e pulse
generating circuit to the test socket. Connect this pin to terminal B itwill fremain
the| referenced pin throughout the worst-case pin searg Y of the
remaining pins to terminal A. Attach a shorting wire betwe 8 i current

probe around the shorting wire, as close to terminal B 3¢ pra

b) Apply at least one positive 4 000 V pulse and at lea 5 agati se and
verify that the waveform meets the requirements/defined\in/7J ve and
negative pulses.

c) Repeat steps a) and b) until all socke

imum or
gveform

d) Determine the worst-case pin pai :
maximum parameter values as spexifi

verification.

e) For| initial board check- ge pins
preyi egative
40 1.

NOTE 5t socket

of each with the

shortest and then

connect rminal A

(normall hva shorting wire between these pins with the current probg around

the shorti ep b). For the initial board check-out, connect a 500 ¢J resistor

between ivg and negative 4 000 V pulse and verify that the waveform meets the
requirem

6.2.3 3 ifigation board

The stgndard gualification board shall satisfy the following requirements:

a) thelsize for the standard qualification board shall be the same size as is used for the DUT
boakd;

b) the specific length of internal wires of the standard qualification board, between equipment
and the terminals used to connect with evaluation loads, shall be specified in the
applicable specification.
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7 Procédure de classification
71 Exigences pour les dispositifs

Les dispositifs utilisés pour les essais de classification doivent avoir subi toutes les
opérations normales de fabrication.

7.2 Sélection des dispositifs

Avant les essais de DES, les essais paramétriques et fonctionnels, dans des conditions
requises par la fiche technique applicable ou par la spécification d'essai, doivent etre réalisés
sur tous les dis osmfs soumls aux essals de DES Un essal de bande de lement
autorise. igues de
dispositifs pour ces paramétres.

7.3 Caractérisation des dispositifs

Un échfantillon de plusieurs dispositifs (par exemple trois) pour e\ nsfon doit
étre cfacterlse pour le seuil de défaillance de DES de dispaskiif & ilisant [és paliers de
tension indiqués au Tableau 1. Des paliers de tension iNS Q¥ éve tuellemint étre
utilisés| pour obtenir une mesure plus précise du seuil de défai . [Mconvient que les
essais de DES commencent au palier le plus faible 1ais peuvent commencer a
n'impoite quel niveau. Cependant, si un niveau que le
disposi’lif présente une défaillance, I ! @ n nouveau dispogitif au
niveau |inférieur suivant. L'essai de D alisé \a tempérdature ambiante.

7.4

Chaque ¢ i i iti is)N\doit étre soumis a une contrainte de
niveau|de tension en ufili 1 i itWe et une impulsion négative avec un
minimum de 300 ms e oS i i broche pour toutes les combinaisons de hroches
spécifiges au Tableau|2N| es! i i échantillon séparé de plusieurs dispositifs
(par exemple tr jg dnaisonXe broches spécifiée au Tableau 2. Il est|permis
d’utiliser mple 3) au niveau de contrainte de fension
imméd tement supéfieurs dispositi ite afai Scifieés a
I’Articl

7.5

Les ¢ réel de
combin e. Les
broche i sont
directe ectées par du métal (a 'intérieur du boitier) peuvent étre liées ensemble et
traitéed comme un€ broche pour la connexion de la borne B. Sinon, chaque broghe de
puissance “doit étre traitée comme une broche de puissance séparée. Il convient que les

broches de programmation qui ne tirent pas de courant soient considérées comme des
broches d’E/S (exemple: broches Vpp sur les dispositifs de mémoire). Des dispositifs discrets
actifs (FETs, transistors, etc.) doivent étre essayés en utilisant toutes les combinaisons de
paire de broches (une broche connectée a la borne A, une autre broche connectée a la borne
B) sans prendre en compte la désignation de la broche ou de la fonction. Toutes les broches
configurées comme broches «sans connexion» doivent étre vérifiées comme telles et laissées
ouvertes (flottantes) en tout temps (les broches «sans connexion» ne doivent pas étre
essayées car une décharge anormale entre les broches «sans connexion» et la broche
suivante peut se produire). Les broches désignées «sans connexion», qui sont en fait
connectées doivent étre soumises aux essais comme des broches n’assurant pas
I'alimentation.
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